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본  도체    한 STI  에 한 것 ,  주  도핑에 하여 식각진행시 생

하는 식각  차  하여 LV 역  HV 역에 단차가 생 는 듀얼 STI  함 , HV 역  식

각  LV  역보다 커지게 어 HV 역에 가 는   압에도  리키지가 생하지 않아 BV

Fail   수 어 도체 수  향상시킬 수 다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

LV(Low Voltage) 역과 HV(High Voltage) 역  갖는 도체  상에 시킨 드 산 막   질 막

과,

상  드 산 막   질 막  마스크  식각공  실시할 경우, 상  도체  HV 역에 도

핑  에 해 단차가 생 어  LV 역  STI(Shallow Trench Isolation)  HV 역  STI

 포함하는 도체 .

청 항 2 

 1 항에 어 ,

상  단차는, 

상  도체  HV 역에 도핑  에 해 결합  약해진 HV 역  식각  LV 역  식각  보다

커지게 어 생 는 것  특징  하는 도체 .

청 항 3 

LV 역과 HV 역  갖는 도체  상에 드 산 막   질 막  하는 단계 , 

상  LV 역  블 킹(Blocking)하  한 PR  하는 단계 , 

상  PR  마스크  주  공  실시하여 상  HV 역에  도핑하는 단계 ,

상  드 산 막   질 막  마스크  식각공  실시하여 상  도핑  에 해 단차가 생

는 LV 역  STI  HV 역  STI  하는 단계

 포함하는 도체  한 STI  .

청 항 4 

 3 항에 어 , 

상  주  공 , 상  도체  P-type  경우 (Boron)  도 트  사 하고, N-type  경우 

(phosphorus)  비 (Arsenic)  도 트  사 하는 것  특징  하는 도체  한 STI  .

청 항 5 

 3 항에 어 , 

상  주  공 , 수 Kev∼수천 Kev  에 지  1*10
10
∼1*10

16
  도 량 지  가능한 것

특징  하는 도체  한 STI  .

청 항 6 

 3 항에 어 , 

상  단차는, 상  도체  HV 역에 도핑  에 해 결합  약해진 HV 역  식각  LV 역

 식각  보다 커지게 어 생 는 것  특징  하는 도체  한 STI  .

  

 상 한 

     술  야

본   주  도핑에 하여 식각진행시 생하는 식각  차  하여 압(Low Voltage, <1>

하, LV라 함) 역과 고 압(High Voltage, 하, HV라 함) 역에 단차가 생 는 듀얼 STI(Shallow Trench
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Isolation, 하, STI라 함)  시킨 도체    한  에 한 것 다. 

     경  술

주지   같  도체  고집 에 라 다양한 능  집 가 동  에 공 하  다  압<2>

/  동  고 압  고  트랜지스 (High Voltage & High Power Transistor) 가 고 다.

한편, 막트랜지스  액  스플  (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Device)는 동  어<3>

 는 ,  어 는 5V  직 , 그리고 동 는 30V 상  HV  고  트랜지스

 어 다. 

러한 HV  고  트랜지스   함에 어 , 듀얼 STI 공  하여  할 수 는<4>

, 듀얼 STI 공 에  STI (corner)  폴 지(toplolgy)  도체 (  , NMOS)  도핑 프

(doping profile)   특 에 매우 큰 향  다.

     내

        해결 하고 하는 과

그러나, 상 한  같  듀얼 STI 공  진행함에 어 , 하나  칩안에 LV  HV  역  만들  하여<5>

LV  HV 역  각  마스크하여 각각 식각하는 식    닝(patterning) 공  통해 역마다 각

 다  역  STI (Depth)  다 게 만들 수 지만 LV  HV  역  근 하게 어 는 스  경

우 한  식각후 생 는 플 지에 하여 HV 역  식각  한  시 문 가 생하게 는 문

 다. 

에, 본  술  과 는 상술한  같  문  해결하  해 안 한 것 ,  주  도핑에<6>

하여 식각진행시 생하는 식각  차  하여 LV  HV 역에 단차가 생 는 듀얼 STI  시킨

도체    한 STI   공한다. 

        과  해결수단

본   에  도체 는, LV 역과 HV 역  갖는 도체  상에 시킨 드 산 막<7>

  질 막 과, 드 산 막   질 막  마스크  식각공  실시할 경우, 도체 

HV 역에 도핑  에 해 단차가 생 어  LV 역  STI  HV 역  STI  포함한다. 

상  단차는, 도체  HV 역에 도핑  에 해 결합  약해진 HV 역  식각  LV 역  식<8>

각  보다 커지게 어 생 는 것  특징  한다. 

본  다  에  도체  한 STI  , LV 역과 HV 역  갖는 도체  상에<9>

드 산 막   질 막  하는 단계 , LV 역  블 킹(Blocking)하  한 PR  하

는 단계 , PR  마스크  주  공  실시하여 HV 역에  도핑하는 단계 , 드 산 막 

  질 막  마스크  식각공  실시하여 도핑  에 해 단차가 생 는 LV 역  STI  HV

역  STI  하는 단계  포함한다. 

상  주  공 ,  도체   P-type  경우  (Boron)  도 트  사 하고,  N-type  경우 <10>

(phosphorus)  비 (Arsenic)  도 트  사 하는 것  특징  한다. 

상  주  공 , 수 Kev∼수천 Kev  에 지  1*10
10
∼1*10

16
  도 량 지  가능한 것<11>

특징  한다. 

상  단차는, 도체  HV 역에 도핑  에 해 결합  약해진 HV 역  식각  LV 역  식<12>

각  보다 커지게 어 생 는 것  특징  한다. 

         과

본   주  도핑에 하여 식각진행시 생하는 식각  차  하여 LV 역  HV 역에 단<13>

차가 생 는 듀얼 STI  함 , HV 역  식각  LV 역보다 커지게 어 HV 역에 가 는 

  압에도  리키지(juntion leakage)가 생하지 않아 BV(Breakt Brough) Fail   수 어
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도체 수  향상시킬 수 는  다. 

     실시  한 체  내

하 첨  도  참 하여 본  동  원리  상  한다. 하 에  본  함에 어  공<14>

지 능 또는 에 한 체   본  지  필 하게 릴 수 다고 단 는 경우에는 그

상 한  생략할 것 다. 그리고 후술 는 어들  본 에  능  고 하여  어들  

는 사 , 운  도 또는  등에 라 달라질 수 다. 그러므  그 는 본  에 걸친 내

  내 야 할 것 다. 

        실 시 

도 1  본 에  STI  시킨 도체  도  도시한 도 , LV 역과 HV 역  갖는<15>

도체 (P-Substrate)(201) 상에 시킨 드 산 막(pad oxidation) (203a)  질 막(nitride) 

(205a)과,  드 산 막 (203a)  질 막 (205a)  마스크  식각공  실시할 경우, 도체 

(201)  HV  역에  도핑  에  해  단차(S1)가  생 어   LV  역  STI(216)  HV  역

STI(215)  루어  다. 

도 2a 내지 도 2g는 본  람직한 실시 에  도체  한 STI  에 한 각 공 별 수<16>

직 단 도 다.

, 도 2a  참 하 , LV 역과 HV 역  갖는 도체 (201) 상에 드 산 막(203)  질 막(205)<17>

순차  어 다.

다 ,  질 막(205) 상 에  하는   계  티클  하는  공 과 <18>

상 공  실시하여  시킨 감 막(Photo Resist, 하, PR 라함)   택  거함 ,

  도 2b에 도시   같 , STI 역  하  한 PR (207)  한다. 

후, 상술한  같   PR (207)  마스크  식각 공  실시하여 도체 (201)  가 <19>

 수 도  드 산 막  질 막   택  거하여  , 도 2c에 도시   같  드

산 막 (203a)  질 막 (205a)  한다. 

다 ,  하는   계  티클  하는  공 과 상 공  실시하여  <20>

시킨  PR   택  거함 ,    도  2d에  도시   같 ,  LV  역  블 킹

(Blocking)하  한 PR (209)  한다. 

어 , PR (209)  마스크    도 2e에 도시   같  주  공 (211)  실시함에 라 도<21>

체 (201)  LV 역  블 킹 어  도핑 지 않는  하여   도 2f에 도시   같  HV 

역에는  도핑(213) 다. 여 , 주  공 (211)  도체 (201)  P-type  경우 (Boron)

도 트  사 하고, N-type  경우 (phosphorus)  비 (Arsenic)  도 트  사 한다. 또한, LV 역과

HV  역  단차  (Depth)  크게  가 가야 할  경우  공  에 지  거나 도 (Dose)량  여야

하고, 에, LV 역과 HV 역  단차  게 가 가야 할 경우 공  에 지  낮 거나 도 량

낮 어야 하는 ,  , 공  에 지는 수 Kev∼수천 Kev 지 가능하  도 량  1*10
10
∼1*10

16
 

지  가능하다. 

마지막 , LV 역에 재하는 PR (209)  스트리  공  거한 후, 드 산 막 (203a)  질<22>

막 (205a)  마스크  식각공  실시할 경우,  , 도 2g에 도시   같  도핑  (213)에

해 단차(S1)가 생 는 LV 역  STI(216)  HV 역  STI(215)가 다. 여 , 단차(S1)는 도체

(201)  HV 역에 도핑  (213)에 해 결합  약해진 HV 역  식각  LV 역  식각  보다

커지게 어 생 다. 

상 한  같 , 본   주  도핑에 하여 식각진행시 생하는 식각  차  하여<23>

LV 역  HV 역에 단차가 생 는 듀얼 STI  함 , HV 역  식각  LV 역보다 커지게 어

HV 역에 가 는   압에도  리키지가 생하지 않아 BV Fail   수 다. 

한편 본  상 한 에 는 체  실시 에 해 하 나, 본  에  어나지 않는<24>

한도 내에  여러 가지 변  가능함  물 다. 그러므  본  는  실시 에 한 지 않
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, 후술 는 특허청  뿐만 아니라  특허청   균등한 것들에 해 해 야 한다. 

도  간단한 

도 1  본 에  STI  시킨 도체  도  도시한 도 ,<25>

도 2a 내지 도 2g는 본  람직한 실시 에  도체  STI  에 한 각 공 별 수직 단<26>

도.

도

    도 1

    도 2a

    도 2b
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    도 2c

    도 2d

    도 2e
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    도 2f

    도 2g
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